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E; invento concierne a una disposicion de circuj
tos para la delimitacidn de tensidn, especialmente para -
centrales de telecomunicacidn y telefdnicas con el fin de
proteger contra tensiones excesivas disposiciones conecta
das con lineas de seMal o de conversacidn bifilares asi -
como cBntactos de enlace electrdonicos, disposiciones emi-
soras y recsptoras, etc., utilizandose tramos de deriva-
cidn controlables formados por semiconductores, en cada -
caso con dos conexiones, cuya conductividad es baja por -
debajo de una determinada tensidn de umbral y es alta por
encima de esta tensidn.

Las disposiciones electrbnicas, que estén conectg
das a lineas de seffales o de conversacidn, tales como p&r
ejemplo pun?os de acoplamiento electrdnicos, disposiciones
emisoras y receptoras para seleccion seglin el procedimien-
to MFV (de frecuencias mGltiples) et., pueden ser deterig
radas por tensicnes perturbadoras que aparecen en las copn
ducciones, especialmente cuando estas disposiciones estéan
constituidas por circuitos integrados.

LLas tensiones perturbadoras pueden aparecer tanto
de modo simétrico en las dos lineas o hilos, siendo gene-
radas é€stas en la conduccidn de conexidn separada por un
transmisor o repetidor de la disposicidn a proteger {por

.
ejempio punto de enlace) mediante corriente de llamada,im
pulsos de conmutacidn numérica, influencia de tensidn aje

”»

na, descarga de chispas, etc., como tambien de modo asimg

trico, dispersadas a sd6lo una linea o hiloc mediante efec-
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tos parasitarios y capacidades de dispersicdn.

5i las disposiciones a proteger consisten en cir-
cuitos integreados, estos pueden elaborar sdlo pequeflas -
tensiones de sefial dentro del orden de magnitud de unos
pocos voltios. Las puntas de tensidn excesiva, que sobre
pasan este valor, tienen como consecuencia, por el contra
rio, ya una perforacion de las capas de blogueo de semi-
conductor de los circuitos integrados y, por consiguien-
te, la destruccidn de las mismas.

Los requisitos que han de establecerse para una
disposicidn de circuitos con el fin de delimitar la ten-
sidn, no pueden ser cumplimentados con sencillos componen
tes tales como dicdos y diodos Zener, puesto que'en el ca
so de ‘tensiones de sefial normales se exige una corriente
de derivacidn lo mas pequefia posible y, por consiguiente,
una baja amortiguacidn de‘insercién, por otro lado, al sg
bfepasarse la tensidn de sefal admisible debe conseguirse
una corriente de derivacion suficiente para nivelar o re-
ducir‘las tensiones perturbadoras.

Tal disposicidn de circuitus ya as descrita en la
DE-0S 26 54 419. En tal caso se parte de un tramo de semi
conductor controlable, qus es controlable a traves de su
electrodo de control por un circuito en serie de varios -
dindos, uno de cuyos extremos esta unido con el electrodo
de control y el otro de cuyos extremos estd unido con una
de las dos conexiones del tramoc de semiconductor, por en-

cima de la tension de compuerta de suma de los diocdos en -
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el estado conductor.

De la reivindicacidn 5 pueden deducirse tambien -
indicaciones, mediante cuyas medidas se puede conseguir -
una flexidn muy zguda de la delimitacidon de tensiones.Sin

5 embargo no se da ninguna indicacidn de cdmo se pueden co-
nectar con las iineas dé seffales o de conversacidn los -
circuitos protectores representados en los dibujos. Ade-
més, tampoco se deduce de la memoria descriptiva si los -
circuitos proctectores alli mencionados son apropiados tam

10 bién para la derivocidn de tensiones perturbadoras asime-
tricas.

Por consiguiente, la misién del invento consiste
gn presentar una disposicidn de circuitos que cumplimente
los requisitos descritos y también sea apropiada para la

13 derivacicon de tensiones perturbadoras asimetricas.

De acuerdo con el invento la misidn se resuelve -
por el recurso de que estan presentes cuatro tramos de de
rivacién iguales, que en cada caso estan conectados en an
tiparalsloc vor pares con una de las conexiones en cada ca

20 so de una linea de sufal y/o de una linea de convefsacién,
mientras que las otras conexiones de todos los tramos de
derivacion estan fusionadas en un punto comin.

La constitucion de igual tipo de todos los tramos
de derivacion tiens la ventaja de que solo se utilizan sg

25 miconductores (transistores) controlables de iéual impuri

ficacidn, con lo cual se facilita la estructuracidn de la

disposicidn de circuitos como circuito integrado sobre un
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substrato comin.

Otras ventajas se deducen de las reivindicacio-
nes secundarias. El1 invento es explicado con mayor dete-
lle con ayuda de un ejemplo de realizacidn, que se reprg
genta en los dibujus.

En ellos:

la figura 1 muestra un esquema de circuitos por
bloques de la disposicidn de circuitos pars la delimita-
cidn de la tensidn;

la figura 2 muestra la disposicidn de circuitos -
de un tramo de derivaqién; y

la figura 3 muestra la conexidn de la disposiciodn
de circuitos para la delimitacidn de la tensidn a las 1i-
neas de conversaci6n de una central telefdnica.

E1 tramo de derivacidn mostrado en la figura 2 es
td formado por los semiconductores (transistores) contro-
lables Tl y T2, que estén unidos entre si en forms de un
circuito seguidor de emisor, también denominado circuito
Darlington. Los colectores de los dos transistores con =~
la impurificacidén NPN estan unidos con la conexidn 1 del
tramo de derivacion A. El emisor del transistor T2, cuys
base esta conectada al emisor del transistor Tl, se apli
ca a la conexidn 2 del tramo de derivacidn A. Ademas,con
las gonexiones 1 y 2 del tramo de derivacidn A esta uni-
do un circuito en serie gue consta de los diodos Gl has-
ta G3 y de la resistencia R, a saber de tal modo que la

direccidn de corriente de los diodaos corresponde a la de
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los dos transistores (Tl, T2). Entre los diodos G2 y G3 se
encuentra una toma con comunicacidn a la base (Ba) del
transistor T1.
. Una tenuidn positiva aplicada a la conexidn 1 del
5 tramo de derivacidn A no produce ninguna modificacidn del
estado de elevado valor Ghmico del tramo de derivacidn A,
siempre gque permanezca dentro de la tensidn de compuerta
de suma de los dicdos D1 y D2 y del tramo de control for-
mado por los transistores Tl, T2. Como tensién de compuer
10 ta de un diodo o de un transistor se entiende la tensidn
en el diodo o en e; tramo de base-emisor del transistor,
con la cual se vuelve conductor el diodo o el transistor.
Etsto ocurre en el casoc de semiconductores de silicio con
una tensicGn de aproximadament~ 0,5 voltios en la transi-
15 cidn PN. En el caso del ejemplo de circuitos mostrado en
la figura 2 la tensidn de compuerta de suma en el caso -
de cuatro transiciones PN es de aproximadamente 2 voltios,
es deéir por debajo de estos valores los transistores T1
y T2 permanecen bloqueados y por encima de esta tensidn
20 ambos transistores son llevados a estado conductor. Tal
configuracidn es por consiguiente apropiada para tensig
nes de sefiales situadas por debajo de 2 voltios.
- Mediante la disposicién de un nﬁmero correspon=-
diente de diodos entre la conexidn 1 del tramo de deriva
25 cidn Ay labbase Ba del transistor Tl se puede estructu-
rar la disposicidn de circuitos para cualesguiera tensig

nes de sefiales deseadas.
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La disposicidn en serie del diodo G3 y de le re
sistencia R sirve para la generacidn de una conexidn se-
cundaria para.los transistores Tl y T2 en la zona de co-
rriente de iniciacidn de los diodos Gl y G2, con lo cual
en Bl caso de tensiones por debajo de la tensidn de com-
puerta de suma son blogqueados con seguridad los transis-
tores Tl y. T2.

Aldn cuando ya con un Unico transistor en lugar -
del circuito de Darlington se consigue el mismo efecto
protector, esta (ltima disposicidn garantiza no obstante
la evacuaciOn de una potencia psrturbadora esencialmente
mas elevada.

En el caso de tal tramo de derivacién la corrien
te de derivacidn esté por debajo de la tensidn de compugr
ta de suma sdlo de unos pocos microamperios, mientras que
en el estado o conductor se pueden derivar breves corrien
tes dentro del orden de magnitud de mas de un amperio.

En la figura 1 se muestra una disposicidn de ciz
cuito, forméda por cuatro tramos de derivacidn para efec
tuar la delimitacidn de tensiones. En este caso, con una
de las conexiones en cada caso dos tramos de derivacidn
A con polaridades opuestas estdn conectados a cada una -
de las dos lineas de sedal o de conversacidn a y b, miep
tras que las segundas canexiones de todos los cuatro tra
mos de derivacién Al hasta A4 estan fusionadas en un pun
to M.

Si ahora entre las lineas a y b se aplica una -
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tension positiva, ésta es cortocircuitada a través de los
tramos de derivacion Al y A4, y en el caso de una tensidn
negativa son activadés los tramos de derivacién A2 y A3.Si
el punto comin M es unido con la tierre de servicioc, se de
rivan a tierra también tensionss perturbadoras asimétricas
a las lineas A y B; haciéndose entonces conductor en cier-
tos casos s6lo un tramo de derivacidn.

La utilizacidn de la disposicion de circuitos para
la delimitacidn de tensiones con el fin de protesger un cam
po de enlace KF, que esta formado por puntos de enlace alec
tronicos, se muestra en la figura 3. Las entradas y las sa-
lidas del campo de enlace KF estan cérradas en tal caso con
transmisores Ue, con el fin de mantener alejadas del campo
de enlace KF las tensiones de abastecimiento existentes en
las conducciones de conexidn y de unidn. Se supondré que -
con las entradss o lineas estan unidas las conducciones de
conexidn, representadas por el transmisor Uel en el circui
to de conexidn de abonados y con las salidas o columnas eg
tan unidas las comducciones de conexion, representadas por
los transmisores Ue2 en la transmisidn de conduccidn.

Las disposiciones de circuitos formadas por los -
tramos de derivacién Al hasta A4 para la delimitacidn de
tensiones B estén unidas tanto en el lado de entrada (Bl)
como también en el lado de salida (B2) con las lineas de
conversacion @ y b del campo de enlace KF. El punto M es

ta conectado a tierra en ambos casos. De este modo se prg

tege al campo de enlace KF frente a tensiones perturbado-
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ras, que son generadas tanto en las conducciones de cone-
xidén como también por las conducciones de unidn. También
se derivan tensiones perturbadoras asimetricas, que apa-
recen entre los transmisores Uel y UeZ2.

A causa de su constitucidn sencilla y de la -~
utilizacion de disposiciones de igual tipo para cada tra
mo de derivacidn, la disposicidn de circuitos para la de-
limitacidn de tensiones puede ser colocada con facilidad
en una oblea o pastilla semiconductora, toda vez que la
potencia de pérdida es pequefia a causa de la aparicidn sg

lo durante breve tiempo de tensiones perturbadoras.
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- REIVINDICACIONES -

1.~ Disposicion de circuitos para la delimitacidn
de tensiones, especialmente para centrales de telecomunica
cién o telefdnicas con el fin de proteger contra tensiones
excesivas disposiciones conectadas con lineas de sefal o
conversacifn bifilares asi éomo contactos de enlace electrd
nicos, disposiciones emisoras y receptoras, etc., utilizéan-
dose tramos de derivacion controlables formados por semi-
conductores, en cada caso con dos conexiones, cuya conduc-
tividad es baja por debajo de una tension de umbral deter-
minada y es alta por encima de esta tension, caracterizada
porque estan presentes cuatro trazos de derivacidn iguales,

los cuales en cada caso estan conectados en antiparalelo

por pareés® con una de las caonexiones de una linea de sefial o

de conversacidn mientras que todas las conexiones de todos
los tramos de derivacion estan fusionadss en un punto co-

mun.

2.- Disposicidn de circuitos seglin la reivindica-
cién 1, caracterizada porque el tramo de derivacidn es for
mado por un tramo controlable de una disposicidn de semi-
conductores, que puede ser controlada a través de su elec-
trodo de control de un circuito en serie de verios diodos,
uno de cuyos extremos estd unido con el electrodo de con-
trol y el otro de cuyos extremos esta unido con una de las

. » " . ” .
conexiones de la disposicion de semiconductores, porque -

por encima de la tensidon de compuerta de suma de los dio-
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dos y del tramo de control se puede controlar la disposi-
cién de semiconductores en el estado conductor y porque -
otro circuito en serie de un diodo y de una resistencia -
estd unido con unoc de los extremos con el electrodo de -
control y con el otro extremo con la segunda conexian de

la disposicidén de semiconductores, siendo de igual senti-
do la pclaridad tanto de la disposicion de semiconducto-

res como también de todos los diodos. -

3.- Disposicién de circuitos segin reivindicacio-
nes anteriores, caracterizada pofque el punto comin estéd
unido con el punto de tierra de servicio de la instala-
cion.

4.~ Disposicidn de circuitos seglin reivindicacio-
nes anteriores, caracterizada porque esta esta dispuesta
de modo mGltiple como un componsnte integrado sobre una
tagleta u oblea de semiconductores.

5.~ Disposicidn de circuitos segin reivindicacig
nes anteriores, caracterizada porque las entradas (lineas)
y las salidas (columnas) de un campc de enlace de dos 1i-
neas o hilos, consistentes en puntos de enlace electroni-
cos, mstan conectadas con circuitos de proteccidn.

6.- "DISPOSICION DE CIRCUITOS PARA LA DELIMITA

CION DZ TENSIONES".

Tal como se describe y reivindica er la presente
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Memoria Descriptiva, gue consta de once hojas escritas a

mégquina por una sola cara y de sus correspendientes cdibu

jos.

Madrid, = 3

AaLlo rERN



Tielefontan wnd Normalreit GmbH v

Ticentia Patent-Vervalituuss Guibll. hoje dnica

* . - L)
.
- . .' . <% L] []
.y L] . . . 0 .
L. i - MEE Wi a ..
« 3 d "V v . Y

* ‘ » [}

. ¥ . s .

™~
E
D>
S}

GZSB |
= T1 _ |2 1 Mo
G373 -

[
N

Fig. 3

@

Ue1 Q a Ue2

P .
—

PR N1




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



